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PasiGlymas yra i§ puslaidininkinés elektronikos srities, o bitent - aktyvieji puslaidininkiniai elementai,
turintys keturis i8vadus, ir gali bdti vartojami elektroninése automatikos sistemose, atminties jtaisuose
skaitmeninés informacijos saugojimui bei apdorojimui, registruose, skaitikliuose, parametriniuose stiprintuvuose,
daZnio kitimo ir dauginimo jrenginiuose, ir t. t.Palyginus su analogu, pasillytuose tetrody n-p-n arba p-n-p
konstrukcijy variantuose bazeés aktyvioji sritis neturi jg Suntuojandiy pasyviujy srigiy ir aktyviosios srities
geometriniai bei medZiagos parametrai yra parinkti taip, jog tetroduose néra jy veika ribojangio dvipolio
tranzistorinio efekto. Tai yra pasiekiama tetrodo konstrukcijoje izoliuojant bazés aktyvigjg sritj, bei jgyvendinant jo

gerai veikai batinas salygas: L s < Wg <d pn (max) bei A E g >A (g k) .
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PUSLAIDININKINIS TETRODAS

Pasitilymas yra i§ puslaidininkinés elektronikos srities, o biitent— aktyvieji
puslaidininkiniai elementai, turintys keturis i¥vadus, ir gali biti vartojami elektroninése
automatikos sistemose, atminties jtaisuose skaitmeninés informacijos saugojimui bei
apdorojimui, registruose, skaitikliuose, parametriniuose stiprintuvuose, danio kitimo ir
dauginimo jrenginiuose, ir t. t.

Analogas yra sudarytas i¥ trijy puslaidininkiniy sluoksniy n-p-n arba p-n-p laidumo, kur
vidurinysis sluoksnis — bazé turi du ominius kontaktus su i¥vadais: bazés pirmasis bei antrasis
i$vadai, kurie yra sumontuoto bazés sluoksnio prieSinguose galuose, kas leidzia sudaryti bazés
srove Ipp , tekantig iSilgai bazés lygiagrediai p-n sandiiry plok$tumoms, o krastiniai sluoksniai —
emiteris ir kolektorius turi atitinkamus ominius kontaktus su emiterio ir kolektoriaus i¥vadais
(A. C. 1674672 (CCCP). Jlorudeckas cxema HICKJIIOYAIOIIEE WIH / Y. U. ITaBacapuc. -
Hom. pemm. ot 25.07.1990 ). Analogo trukumas yra tai, jog jtaiso veika yra ribojama tranzistorinio
efekto, kuris yra pamatinis dvipolio tranzistoriaus veikai ir nepagedautinas puslaidininkinio
tetrodo atveju.

Analogo trikumams pasalinti puslaidininkiniame tetrode, sudarytame i$ trijy skirtingo
laidumo sluoksniy ~ n-p-n arba p-n-p laidumo, kuriy vidurinis sluoksnis — bazé turi du ominius
kontaktus su i§vadais, kurie yra sumontuoti bazés sluoksnio prieSinguose galuose, krastiniai
sluoksniai — emiteris ir kolektorius turi sumontuotus ominius kontaktus su emiterio ir
kolektoriaus i§vadais, kitaip negu analoge yra padarytas n-p-n arba p-n-p darinys, kuris yra
suformuotas epitaksiniame, pvz. n- laidumo puslaidininkiniame sluoksnyje, patalpintame ant
dielektrinio padéklo — pamatinio sluoksnio, epitaksiniame sluoksnyje iki pat padéklo yra
padarytas staliakampio formos izoliacinis griovelis, kuris yra uZpildytas dielektriku, to
izoliacinio statiakampio viduje prie priesingy vidiniy kra$ty yra suformuotos dvi vienodos
statiakampés p'- laidumo sritis — emiterio ir kolektoriaus, o minéto izoliacinio stadiakampio
viduje prie kitu prieSingy vidiniy kradty yra suformuotos dar dvi vienodos staiakampés n’-
laidumo sritis — bazés pirmojo ir antrojo i§vady ominiy kontakty sritis, kur $ios ir emiterio bei
kolektoriaus sritys yra padarytos per visg epitaksinio sluoksnio storj iki dielektrinio padéklo, o
Siy sridiy pavir§iuose yra suformuoti ominiai kontaktai su atitinkamais i¥vadais — bazés pirmuoju
ir antruoju, emiterio ir kolektoriaus, kur atstumas nuo emiterio srities iki kolektoriaus srities —
bazés storis yra padarytas didesnis u Salutiniy kriivininky difuzijos nuotolj bazéje, bet maZesnis
uZ emiterio bei kolektoriaus p-n sandiiry nuskurdinto sluoksnio maksimaly storj, kuriam esant

ivyksta elektrinis pramusimas.
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Kitame puslaidininkinio tetrodo variante, pvz. n-p-n darinys yra padarytas ant pamatinio
sluoksnio, pvz., n'- laidumo sluoksnio — kolektoriaus, ant kurio yra suformuotas epitaksinis p-
laidumo sluoksnis — baz¢, kurioje yra suformuota statiakampé n*- laidumo sritis — emiteris, kurio
storis yra padarytas maZesnis uZ bazés epitaksinio sluoksnio storj ir tokiu bidu yra sudarytas
bazés storis, o aplink emiterio sritj yra padarytas stadiakampio pavidalo n- laidumo izoliacinis
Ziedas, kurio storis yra padarytas per visa bazés epitaksinio sluoksnio storj iki kolektoriaus
sluoksnio, Ziedo vidinis plotas yra padarytas didesnis uZ emiterio sritj ir susidariusioje
statiakampio pavidalo bazés srityje prie priesingy vidiniy krasty yra suformuotos dvi vienodos
statiakampés p’- laidumo sritis — bazés pirmojo ir antrojo iSvady ominiy kontakty sritis, tarp
kuriy randasi emiterio sritis ir tarp $jos srities prieSingy krastiniy ir Ziedo, lygiagre&iai simetrijos
adiai iSilgai bazés srities jos ominiy kontaktu kryptimi, per visa bazés epitaksinio sluoksnio storj
ir truputi daugiau yra padarytos statiakampio formos papildomos izoliacinés sritis, kurios yra
uZpildytos dielektriku, tarp kuriy randasi emiterio sritis, ir $alia vienos i$ papildomy izoliaciniy
sti¢iy uZ Ziedo per visa bazés epitaksinio sluoksnio storj ir truputi daugiau yra padaryta
statiakampio formos n" laidumo sritis — kolektoriaus ominio kontakto sritis, kurios pavir$iuje ir
kity ~ emiterio bei bazés ominiy kontakty sri¢iy pavir§iuose yra suformuoti ominiai kontaktai su
atitinkamais i§vadais — kolektoriaus, emiterio bei bazés pirmasis ir antrasis i§vadai.

Dar kitame puslaidininkinio tetrodo variante, pvz. p-n-p darinys yra padarytas ant
pamatinio n'- laidumo sluoksnio — bazés antrojo ominio kontakto, ant kurio yra suformuotas
epitaksinis p- laidumo sluoksnis~ bazé, kurioje yra suformuotos dvi Zalia iSdeéstytos
statiakampés p’- laidumo sritys — emiteris ir kolektorius, kuriy storiai yra padaryti per visa bazés
epitaksinio sluoksnio storj ir truputi daugiau, tarp kolektoriaus ir emiterio sri¢iy yra suformuota
n’- laidumo sritys — bazés pirmojo ominio kontakto sritis, kurios storis yra padarytas maZesnis uz
bazés epitaksinio sluoksnio storj, o kolektoriaus, emiterio ir bazés pirmojo ominio kontakto sritys
yra patalpintos tarp dviejy statiakampio formos izoliaciniy sri¢iy, uZpildyty dielektriku, kuriy
storis yra padarytas ne maZesnis uZ kolektoriaus ir emiterio sri¢iy storj, ir $alia vienos i¥
izoliaciniy sri¢iy, priefingoje bazés pirmojo ominio kontakto sriCiai, per visa bazés epitaksinio
sluoksnio storj ir truputi daugiau yra padaryta statiakampio formos n* laidumo sritis — bazés
antrojo ominio kontakto sritis, kurios pavirSiuje ir kity — kolektoriaus, emiterio bei bazés pirmojo
ominiy kontakty sri¢iy pavir$iuose yra suformuoti ominiai kontaktai su atitinkamais i¥vadais —
bazés antrasis, kolektoriaus, emiterio bei bazés pirmasis i§vadai.

Dar kitame puslaidininkinio tetrodo variante n-p-n arba p-n-p darinys yra padarytas su
viduriniu sluoksniu — baze i§ plagiajuostio puslaidininkio su draustiniy energijy juostos plo&iu

A E g () didesniu uZ kar3tiniy sluoksniy~ emiterio ir kolektoriaus, kurie yra padaryti i§
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siaurajuos¢iy puslaidininkiy su draustiniy energijy juostos plodiu A E ; (g ir A E g (K)>s
atitinkamai, t. y. turime salyga: AE g5 > AE (g k).

Puslaidininkinio tetrodo struktiiros planarinio ir pjlivio dariniy variantai yra parodyti
Fig.1, a, b + Fig.l, a, b, atitinkamai, kur skaidiais paZymeéta: 1— pamatinis sluoksnis:
dielektrikas ( Fig. 1 ) arba puslaidininkis n*- ( Fig. 2 , Fig. 3 ) laidumo; 2 - epitaksinis
puslaidininkinis sluoksnis n- ( Fig. 1, Fig. 3 ) arba p- ( Fig. 2 ) laidumo; 3 + 5— emiterio,
kolektoriaus ir bazés puslaidininkinés sritys, atitinkamai; 6 — izoliaciné sritis: dielektrikas
( Fig. 1) arba prieSingo laidumo puslaidininkio intarpas ( Fig. 2 ); 7 ir 8 — emiterio 3 ir
kolektoriaus 4 ominiai kontaktai — i¥vadai, atitinkamai; 9 ir 10 — bazés 5 ominiy kontakty 11 ir
12 stipriai legiruotos puslaidininkinés sritys, atitinkamai; 13 ir 14 — bazés 5 aktyvigja sritj
izoliuojantios papildomos dielektrinés sritys ( Fig. 2, Fig. 3).

Puslaidininkinio tetrodo struktiiros planarinio ir pjivio dariniy konstrukcija yra parodyti
Fig.1, a ir b, atitinkamai, kur, pvz., p-n-p darinys yra suformuotas epitaksiniame n- laidumo
puslaidininkiniame sluoksnyje 2, patalpintame ant dielektrinio padéklo 1 — pamatinio sluoksnio,
epitaksiniame sluoksnyje 2 iki pat padéklo 1 yra padarytas statiakampio formos izoliacinis
griovelis 6, kuris yra uZpildytas dielektriku, pvz. SiO,, to izoliacinio statiakampio 6 viduje prie
priesingy vidiniy kra3ty yra suformuotos dvi vienodos staiakampés p’- laidumo sritis — emiterio
3 ir kolektoriaus 4, o minéto izoliacinio sta&iakampio 6 viduje prie kitu prieSingy vidiniy krasty
yra suformuotos dar dvi vienodos stadiakampés n'- laidumo sritis 9 ir 10 — bazés 5 pirmojo ir
antrojo iSvady 11 ir 12, atitinkamai, ominiy kontakty sritis, atitinkamai, kur %ios ir emiterio 7 bei
kolektoriaus 8 sritys 3 ir 4, atitinkamai, yra padarytos per visg epitaksinio sluoksnio 2 storj iki
dielektrinio padéklo 1, o iy sri¢iy 3, 4, 9 ir 10 pavirSiuose yra suformuoti ominiai kontaktai su
atitinkamais i§vadais — bazés pirmuoju 11 ir antruoju 12, emiterio 7 ir kolektoriaus 8, kur
atstumas nuo emiterio srities 3 iki kolektoriaus srities 4 — bazés storis Wy yra padarytas didesnis
uZ Salutiniy kravininky difuzijos nuotolj L g bazéje, bet maZesnis uZ emiterio 7 bei kolektoriaus 8
p-n sandiiry nuskurdinto sluoksnio maksimaly storj d pn max , kuriam esant jvyksta elektrinis
pramusimas, t. y. tetrodo konstrukcijai yra tenkinama nelygybé: Ly < W < d pnmax -

Kito puslaidininkinio tetrodo struktiiros planarinio ir pjlivio dariniy konstrukcija yra
parodyti Fig.2, a ir b, atitinkamai, kur, pvz., n-p-n darinys yra padarytas ant pamatinio sluoksnio
1, pvz., n*- laidumo sluoksnio — kolektoriaus, ant kurio yra suformuotas epitaksinis p- laidumo
sluoksnis 2 — bazé 5, kurioje yra suformuota statiakampé n*- laidumo sritis 3 — emiteris, kurio
storis yra padarytas maZesnis uZ bazés 5 epitaksinio sluoksnio 2 storj ir tokiu biidu yra sudarytas
bazés storis Wg , o aplink emiterio stitj 3 yra padarytas sta&iakampio pavidalo n- laidumo
izoliacinis Ziedas 6, kurio storis yra padarytas per Visg bazés S epitaksinio sluoksnio 2 storj iki
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kolektoriaus sluoksnio 1, Ziedo 6 vidinis plotas yra padarytas didesnis u¥ emiterio sritj 3 ir
susidariusioje statiakampio pavidalo bazés srityje 5 prie priesingy vidiniy krasty yra suformuotos
dvi vienodos stadiakampés p'- laidumo sritis 9 ir 10 — bazés pirmojo ir antrojo iSvady 11 ir 12,
atitinkamai, ominiy kontakty sritis 9 ir 10, tarp kuriy randasi emiterio sritis 3 ir tarp ios srities
prieSingy krastiniy ir Ziedo 6, lygiagre€iai simetrijos aSiai iSilgai bazés srities jos ominiy
kontaktu 11 ir 12 kryptimi, per visa bazés 5 epitaksinio sluoksnio 2 storj ir truputi daugiau yra
padarytos stagiakampio formos papildomos izoliacinés sritis 13 ir 14, tarp kuriy randasi emiterio
stitis 3, ir %alia vienos i§ papildomy izoliaciniy sri¢iy, pvz. 13, uZ Ziedo 6 per visg bazés 5
epitaksinio sluoksnio 2 storj ir truputi daugiau yra padaryta statiakampio formos n* laidumo
stitis 4 — kolektoriaus ominio kontakto 8 sritis, kurios pavir§iuje ir kity — emiterio 7 bei bazés 5
ominiy kontakty srigiy 4, 3, 9 ir 10 pavirSiuose yra suformuoti ominiai kontaktai su atitinkamais
i8vadais — kolektoriaus 8, emiterio 7 bei bazés pirmasis 11 ir antrasis 12 ivadai.

Dar kito puslaidininkinio tetrodo struktiiros planarinio ir pjiivio dariniy konstrukcija yra
parodyti Fig.3, a ir b, atitinkamai, kur, pvz. p-n-p darinys yra padarytas ant pamatinio, pvz.,n'-
laidumo sluoksnio 1 - bazés 5 antrojo ominio kontakto 12, ant kurio yra suformuotas epitaksinis
p- laidumo sluoksnis 2 — bazé 5, kurioje yra suformuotos dvi 3alia i3déstytos statiakampés p'-
laidumo sritys 3 ir 4 — emiteris 7 ir kolektorius 8, atitinkamai, kuriy storiai yra padaryti per visg
bazés 5 epitaksinio sluoksnio 2 storj ir truputi daugiau, tarp kolektoriaus 4 ir emiterio 3 sri¢iy yra
suformuota n*- laidumo sritys 9 — bazés § pirmojo ominio kontakto 11 sritis, kurios storis Wy yra
padarytas maZesnis uZ bazés 5 epitaksinio sluoksnio 2 storj, o kolektoriaus 8, emiterio 7 ir bazés
5 pirmojo ominio kontakto 11 sritys 4, 3 ir 9, atitinkamai, yra patalpintos tarp dviejy
statiakampio formos izoliaciniy sri¢iy 13 ir 14, pvz. SiO,, kuriy storis yra padarytas ne maZesnis
uZ kolektoriaus 8 ir emiterio 7 sri¢iy 4 ir 3, atitinkamai, storj, ir Salia vienos i¥ izoliaciniy srigiy,
pvz. 14, prieSingoje bazés 5 pirmojo ominio kontakto 11 sridiai 9, per visg bazés 5 epitaksinio
sluoksnio 2 storj ir truputi daugiau yra padaryta statiakampio formos n* laidumo sritis 10 — bazés
5 antrojo ominio kontakto 12 sritis 10, kurios pavirsiuje ir kity — kolektoriaus 8, emiterio 7 bei
bazés 5 pirmojo ominiy kontakty 11 srigiy 10, 4, 3 ir 9, atitinkamai, pavir§iuose yra suformuoti
ominiai kontaktai su atitinkamais i¥vadais — bazés antrasis 12, kolektoriaus 8, emiterio 7 bei
bazés pirmasis 11 i¥vadai.

Dar kitas puslaidininkinis tetrodas su n-p-n arba p-n-p laidumo sluoksniais yra padarytas
su viduriniu sluoksniu — baze i§ pladiajuostio puslaidininkio su draustiniy energijy juostos plogiu
A E g () didesniu uZ Karstiniy sluoksniy— emiterio ir kolektoriaus, kurie yra padaryti i§
siaurajuos¢iy puslaidininkiy su draustiniy energijy juostos plo¢iu A E ; (g ir AE g (K)s

atitinkamai, t. y. tetrodo konstrukcijai turime salyga: AEgp> AE (g k).
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Puslaidininkinio tetrodo veikimas skiriasi nuo dvipolio tranzistoriaus veikimo tuo, jog
Salutiniy krivininky injekcija  bazg 5 tetrode yra realizuojama sudarius pakankama soties srove
Ipp s i8ilgai bazés srities 5 tarp bazés pirmojo 11 ir antrojo 12 kontakty, kai tuo tarpu dvipoliame
tranzistoriuje Salutiniy kriivininky injekcija j bazg yra gaunama paveikus emiterine p-n sandiirg
tiesioginés krypties atidarantio poliaringumo jtampa Upg . Kai tetrodo bazés 5 srové Ipg > Ipps,
tai Siuo atveju emiterio 7 ir kolektoriaus 8 p-n sandiiry nuskurdintos sritys susilieia bazés
aktyvioje srityje 5 ir esant kolektoriaus-emiterio jtampai |Ukg | > 0, nuskurdinty sri¢iy saly¢io
plokStuma priartéja prie emiterio srities 3, arba prie kolektoriaus srities 4 ir i¥ §iy sriciy
termoemisijos biidu 3alutiniai kriivininkai patenka j baze 5. Toliau $alutiniai kriivininkai bazéje
dreifuodami uZdarytos p-n sandiiros — kolektoriaus 8 arba emiterio 7 elektriniame lauke, sukuria
emiterio-kolektoriaus srove I gx ( arba I kg ). Detalus tetrodo veikos fizikinis apraSymas yra
pateiktas analogo $altinyje.

Palyginus su analogu $iuose puslaidininkiniuose tetroduose néra ju veika ribojancio
tranzistorinio efekto, kuris yra pamatinis dvipolio tranzistoriaus veikai ir nepagedautinas
puslaidininkinio tetrodo atveju. Tai yra pasiekiama tetrodo konstrukcijoje jgyvendinant jo gerai

veikai butinas salygas: Lp < Ws <dpnmax bei AEgp>AEg(E k).
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ISRADIMO APIBREZTIS

1. Puslaidininkinis tetrodas, sudarytas i§ trijy skirtingo laidumo puslaidininkiniy
sluoksniy — n-p-n arba p-n-p laidumo, kuriy vidurinis sluoksnis — bazé turi du ominius kontaktus
su i¥vadais, kurie yra sumontuoti bazés sluoksnio prie§inguose galuose, kratiniai sluoksniai —
emiteris ir kolektorius turi sumontuotus ominius kontaktus su emiterio ir kolektoriaus i§vadais,
besiskiriantis tuo, kad n-p-n arba p-n-p darinys yra suformuotas epitaksiniame, pvz. n-
laidumo puslaidininkiniame sluoksnyje, patalpintame ant dielektrinio padéklo— pamatinio
sluoksnio, epitaksiniame sluoksnyje iki pat padéklo yra padarytas staliakampio formos
izoliacinis griovelis, kuris yra uZpildytas dielektriku, to izoliacinio statiakampio viduje prie
prieSingy vidiniy kra$ty yra suformuotos dvi vienodos staiakampés p'- laidumo sritis — emiterio
ir kolektoriaus, o minéto izoliacinio statiakampio viduje prie kitu prieSingy vidiniy kra$ty yra
suformuotos dar dvi vienodos stadiakampés n*- laidumo sritis — bazés pirmojo ir antrojo i§vady
ominiy kontakty sritis, kur $ios ir emiterio bei kolektoriaus sritys yra padarytos per visg
epitaksinio sluoksnio storj iki dielektrinio padéklo, o $iy sri¢iy pavirSiuose yra suformuoti
ominiai kontaktai su atitinkamais i§vadais — bazés pirmuoju ir antruoju, emiterio ir kolektoriaus,
kur atstumas nuo emiterio srities iki kolektoriaus srities — bazés storis yra padarytas didesnis uz
$alutiniy krivininky difuzijos nuotolj bazéje, bet maZesnis uZ emiterio bei kolektoriaus p-n
sandiiry nuskurdinto sluoksnio maksimaly storj, kuriam esant jvyksta elektrinis pramusimas.

2. Puslaidininkinis tetrodas pagal punkta 1, besiskiriantis tuo, kad, pvz. n-p-n
darinys yra padarytas ant pamatinio sluoksnio, pvz., n'- laidumo sluoksnio — kolektoriaus, ant
kurio yra suformuotas epitaksinis p- laidumo sluoksnis— bazé, kurioje yra suformuota
stadiakampé n'- laidumo sritis— emiteris, kurio storis yra padarytas maZesnis uZ bazés
epitaksinio sluoksnio storj ir tokiu blidu yra sudarytas bazés storis, o aplink emiterio sritj yra
padarytas statiakampio pavidalo n- laidumo izoliacinis Ziedas, kurio storis yra padarytas per visa
bazés epitaksinio sluoksnio storj iki kolektoriaus sluoksnio, Ziedo vidinis plotas yra padarytas
didesnis uZ emiterio sritj ir susidariusioje statiakampio pavidalo bazés srityje prie prieSingy
vidiniy kra3ty yra suformuotos dvi vienodos staiakampés p'- laidumo sritis — bazés pirmojo ir
antrojo i8§vady ominiy kontakty sritis, tarp kuriy randasi emiterio sritis ir tarp $ios srities
prieingy kra$tiniy ir Ziedo, lygiagre&iai simetrijos asiai idilgai bazés srities jos ominiy kontaktu
kryptimi, per visg bazés epitaksinio sluoksnio storj ir truputi daugiau yra padarytos statiakampio
formos papildomos izoliacinés sritis, kurios yra uZpildytos dielektriku, tarp kuriy randasi
emiterio sritis, ir $alia vienos i§ papildomy izoliaciniy sri¢iy uz Ziedo per visa bazés epitaksinio
sluoksnio storj ir truputi daugiau yra padaryta staliakampio formos n laidumo sritis —

kolektoriaus ominio kontakto sritis, kurios pavirSiuje ir kity — emiterio bei bazés ominiy kontakty
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sri¢iy pavirSiuose yra suformuoti ominiai kontaktai su atitinkamais i$vadais — kolektoriaus,
emiterio bei bazés pirmasis ir antrasis i¥vadai.

3. Puslaidininkinis tetrodas pagal punkta 1, besiskiriantis tuo, kad, pvz. p-n-p
darinys yra padarytas ant pamatinio n’- laidumo sluoksnio — bazés antrojo ominio kontakto, ant
kurio yra suformuotas epitaksinis p- laidumo sluoksnis — bazé, kurioje yra suformuotos dvi 3alia
iddéstytos statiakampés p’- laidumo sritys — emiteris ir kolektorius, kuriy storiai yra padaryti per
visg bazés epitaksinio sluoksnio storj ir truputi daugiau, tarp kolektoriaus ir emiterio sri¢iy yra
suformuota n*- laidumo sritys — bazés pirmojo ominio kontakto sritis, kurios storis yra padarytas
maZesnis uZ bazés epitaksinio sluoksnio storj, o kolektoriaus, emiterio ir bazés pirmojo ominio
kontakto sritys yra patalpintos tarp dviejy statiakampio formos izoliaciniy sri¢iy, uZpildyty
dielektriku, kuriy storis yra padarytas ne maZesnis u kolektoriaus ir emiterio sri&iy storj, ir $alia
vienos i§ izoliaciniy sri¢iy, priefingoje bazés pirmojo ominio kontakto sridiai, per visa bazés
epitaksinio sluoksnio storj ir truputi daugiau yra padaryta statiakampio formos n* laidumo
sritis — bazés antrojo ominio kontakto sritis, kurios pavirsiuje ir kity — kolektoriaus, emiterio bei
bazés pirmojo ominiy kontakty sriiy paviriiuose yra suformuoti ominiai kontaktai su
atitinkamais iSvadais — bazés antrasis, kolektoriaus, emiterio bei bazés pirmasis i¥vadai.

4. Puslaidininkinis tetrodas pagal punkta 1, besiskiriantis tuo, kad n-p-n arba
p-n-p darinys yra padarytas su viduriniu sluoksniu~ baze i§ plagiajuostio puslaidininkio su
draustiniy energijy juostos plo¢iu A E , ( ) didesniu u kardtiniy sluoksniy — emiterio ir
kolektoriaus, kurie yra padaryti i§ siaurajuosdiy puslaidininkiy su draustiniy energijy juostos
plotiu AE, (g)ir AE g k), atitinkamai, t. y. tetroda sudaranciy puslaidininkiniy sluoksniy
medZiagoms yra tenkinama salyga: A E gB>AEg(EKk).
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